
強誘電体 BaTiO3薄膜の分極反転時における電子構造変化 
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強誘電体のバンドベンディング構造は，電気分極が作る電場が静電ポテンシャルを傾斜させる

ことで生じるバンド構造である[1]。ペロブスカイト型酸化物の強誘電体が発見されて以来，これ

までその存在が予想されていたにも関わらず実測はされていなかった。我々は角度分解硬 X線光

電子分光法 (AR-HAXPES) で BaTiO3 (BTO) 薄膜を表面層から深さ方向へ位置を変えながら光電

子スペクトルを観測していくことで，バンドベンディング構造を初めて実証することに成功した

[2]。 

強誘電体のバンドベンディング構造は電気分極に由来するものなので，分極の反転による傾斜

方向のスイッチングが可能なはずである。そこで今回，AR-HAXPES に交流および直流の電場印

加が可能な試料セルを組み込み，in situ で分極反転時のバンドベンディング構造の変化を観測す

ることに成功したので報告する。 

図 1に電気分極配向を BTO 薄膜表面側，

裏側にスイッチさせた時の Ti-2p3/2軌道の結

合エネルギーの試料深さ依存性を示す。分極

反転によりバンド傾斜の傾きが正負逆転し

た様子を精度よく観測することができた。分

極由来のベンディングによるエネルギーシ

フトは試料厚さ 50 nmにおいて 0.2 eVあり，

次世代型 FeRAMでも十分機能することが期

待できる。 
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Fig. 1. Polarization switching dependence of depth 
profile in core level energy shift. 
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